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采用p-InGaN/p+-GaN接触层的Ni/Pd基p型欧姆接触
2022-09-27

 

氮化物材料由于其宽禁带、电子迁移率高等特点，在光电子和电力电子领域有着广泛的应用。p型欧姆接触影响器件的

性能和可靠性，实现低阻、可重复性好的p型欧姆接触对于氮化镓（GaN）基光电器件，特别是在高电流密度工作下的激光

器非常重要。

近日，中科院苏州纳米所刘建平课题组通过采用在薄层（20~30 nm）的p-InGaN/p+-GaN接触层上沉积Ni/Pd 金

属，获得了低阻的p型欧姆接触。在工作中研究了表面预处理和退火温度对接触的影响，最佳退火温度为550 ℃，当温度高

于该温度时，薄层电阻增大。与单一的Ni接触层相比，含Pd金属体系的比接触电阻率低约35%，采用p-InGaN/p+-GaN复

合接触层结构的比接触电阻率比单一的p+-GaN接触层的比接触电阻率降低一到两个数量级，最后还研究了比接触电阻率与

电流密度的关系，在接近激光器正常工作电流密度下测得比接触电阻率最小为ρc = 4.9 x 10-5 Ω·cm2 @ J = 3.4 kA/cm2。

在p-InGaN/p+-GaN接触层上沉积Ni/Pd金属体系有助于改善p型欧姆接触，通过优化退火温度和接触层结构有助于获

得更低的比接触电阻率，对GaN基器件，特别是GaN基激光器具有重要的实用价值。

该文章以题为“Ni/Pd-based ohmic contacts to p-GaN through p-InGaN/p+-GaN contacting layers”发表在

Journal of Semiconductors上。

图1. （a）三种不同接触层结构比接触电阻率与退火温度关系；(b) 对应的三种接触耗尽区附近的模拟价带曲线。(样品

A、B、C三种接触结构分别为：p+-GaN/Ni/Au、p+-GaN/p-InGaN/Ni/Au、p+-GaN/p-InGaN/Ni/Pd/Pt/Au）

图2. 不同电流密度下的比接触电阻率（样品B和C在550 ℃下退火处理）。
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